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อุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงไดใ้ชคุ้ณสมบติัของสารก่ึงตวัน าซ่ึงมีช่องวา่งแถบพลงังานขนาดเล็ก
ท่ีไวต่อแสงในย่านท่ีมองเห็นแต่มีความทึบแสงภายใตแ้สง วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเรามีความสนใจใน
การใชส้ารโพแทสเซียมแทนทาเลต และสตรอนเทียมไททาเนต ซ่ึงมีช่องวา่งแถบพลงังานท่ีกวา้งซ่ึง
ไวต่อแสงในย่านอัลตราไวโอเลตและมีสภาพโปร่งแสง จากการศึกษาในท่ีน้ี พบว่าเ ม่ือ 
โพแทสเซียมแทนทาเลต และสตรอนเทียมไททาเนตถูกฉายดว้ยแสงอาทิตยท่ี์ถูกโฟกสับนพื้นผิว
ของสารท่ีอยู่ในความดันบรรยากาศ จะมีการเปล่ียนแปลงการน าไฟฟ้าของสาร โดยมีค่าความ
ต้านทานท่ีลดลงจากค่าเร่ิมต้นประมาณ 1,000 – 10,000 เท่า จากนั้นถ้าหยุดการฉายแสงความ
ตา้นทานจะกลบัมาอยู่ในช่วงเดิมอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้แสงซินโครตรอนใน
สุญญากาศ พบว่าเม่ือฉายแสงท าให้ความตา้นทานลดลง และเม่ือหยุดฉายแสงความตา้นทานจะ
กลับมาอย่างช้าๆท่ีความดันต ่า แต่เม่ือเพิ่มความดันออกซิเจนให้สูงข้ึนจะท าให้ความต้านทาน
กลบัคืนมาอย่างเร็วข้ึน ขอ้มูลดงักล่าวแสดงว่าการเปล่ียนแปลงความตา้นทานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ
หลุดออกของออกซิเจนบนพื้นผิวเม่ือมีการฉายแสงในยา่นอลัตราไวโอเลต ซ่ึงขอ้มูลทางโครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าออกซิเจนท่ีหลุดออกจะท าให้เกิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติบนพื้นผิวท่ี
ท าใหก้ารน าไฟฟ้าดีข้ึน 
จากหลักการข้างต้น น ามาใช้สร้างต้นแบบของเซ็นเซอร์แสง โดยน าผลึกเด่ียวของ
สตรอนเทียมไททาเนตท่ีผา่นการท าขั้วไฟฟ้าดว้ยเทคนิคการเคลือบโลหะแบบระเหย แลว้น ามาต่อ
อนุกรมกบัตวัตา้นทานและแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม สามารถให้ค่าแสดงผลศกัยไ์ฟฟ้าเป็น 5 
โวลต์ เม่ือมีการฉายแสงเลเซอร์ท่ีความยาวคล่ืน 405 นาโนเมตร แต่เม่ือหยุดฉายแสงท าให้ค่า
แสดงผลศกัยไ์ฟฟ้าเปล่ียนเป็น 0 โวลต ์โดยค่าศกัยไ์ฟฟ้า 0 กบั 5 โวลตน้ี์สามารถใชเ้ป็นสัญญาณปิด
เปิดท่ีต่อเขา้กบัระบบดิจิตอลได ้
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LIGHT SENSOR/RESISTANCE CHANGE AT SURFACE/PEROVSKITE METAL 
OXIDES 
 
 Most of common light sensors are made of narrow-bandgap semiconductors 
which are sensitive to visible light but opaque. In this work, we are interested in wider 
bandgap metal oxides: potassium tantalate (KTaO3) and strontium titanate (SrTiO3), 
which are sensitive to ultraviolet light and also transparent. From our study, we found 
that the resistances of both KTaO3 and SrTiO3 could decrease as much as 3-4 orders of 
magnitudes under exposure to focused sunlight. And, these resistances under ambient 
pressure would change back quickly after stopping the exposure. From additional study, 
we found that the resistances would also change in a similar way under exposure to 
synchrotron light but the recovery rate was much slower under vacuum condition. 
However, this recovery rate could increase largely by increasing the oxygen pressure. 
This finding suggests that the change in resistance occurs mostly due to the oxygen 
vacancy induced by the exposure to ultraviolet light. By looking at the electronic 
structure, it suggests that these oxygen vacancies induce two-dimensional electron gas 
at the surface which will make the resistance lower.  
We then use the above mechanism to make light-sensor prototype. The 
prototype is made of SrTiO3 crystal with electrodes made by using metal-evaporation 
  
 
 
 
 
 
 
III 
technique and then this sample is connected in series with a proper resistor and a battery. 
The voltage output of this prototype is around 5 V when the device is exposed to the 
light of a 405 nm laser and the voltage output is 0 V when there is no light. These 
outputs of 0 and 5 V can be used as digital off-on signals. 
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